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 В предлагаемой работе методом якобиевых матриц [1] произведен расчет 

спектральных плотностей, соответствующих смещениям атомов карбоновой 

нанотрубки вдоль различных кристаллографических направлений. Силовые 

постоянные приняты равными силовым постоянным атомов графенового 

монослоя в графите, определенным в [2].  

 На Рис. 1 приведены результаты расчета для однослойной нанотрубки zig-

zag, содержащей 32 атома на поперечном срезе. Спектральные плотности   l
 

соответствуют атомным смещениям вдоль оси трубки, спектральные плотности 

    - атомным смещениям в «тангенциальном» направлении, а   n
 - 

смещениям, нормальным к поверхности трубки. На всех фрагментах Рис. 1 

кривые 1 соответствуют спектральным плотностям графита, кривые 2 – 

биграфена, кривые 3 – карбоновой нанотрубки.  

 Спектральные плотности карбоновых нанопленок можно рассматривать, 

как огибающие спектральных плотностей карбоновых нанотрубок. Для 

фононных спектральных плотностей нанотрубок характерны обусловленные 

размерным квантованием всплески, аналогичные наблюдаемым в электронных 

спектрах нанотрубок [3]. Увеличение числа низкочастотных состояний на 

спектральной плотности     обусловлено вкладом крутильных колебаний 

(одномерные крутильные волны распространяются вдоль оси нанотрубки). В 

работе также рассчитаны среднеквадратичные амплитуды атомных смещений и 

определены температурные интервалы динамической устойчивости 

нанотрубок, а также рассчитана и проанализирована температурная 

зависимость фононной теплоемкости данных систем. 

   
Рис. 1: Фононные спектральные плотности, соответствующие различным 

смещениям атомов углеродной нанотрубки. 
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